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(57)【要約】
【課題】メモリセルへの供給電圧を、通常モードにおけ
る電源電圧よりも降圧させた状態で、通常の読出し動作
を可能として、メモリセルのデータ保持特性の試験を簡
便に行うことが可能な半導体記憶装置及びその試験方法
を提供する。
【解決手段】メモリセルの低電位電源とグランドとの間
に設けられた電流経路Ｒ１のコンダクタンスの値を調整
する第１電流経路調整部Ｍ１と、電流経路Ｒ２のコンダ
クタンスの値を電流経路Ｒ１のコンダクタンスの値より
も大きい値に調整する第２電流経路調整部４０と、スリ
ープモード設定信号及びテストモード設定信号に応じ、
第２電流経路調整部４０の調整能力を制限する調整能力
制限部５０と、を備え、テストモードにおいて、第１電
流経路調整部Ｍ１及び調整能力が制限された第２電流経
路調整部４０によって、電流経路Ｒ１、Ｒ２のコンダク
タンスの値がそれぞれ調整され、メモリセルに対してア
クセス動作が行われる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スリープモード及びテストモードを設定可能な半導体記憶装置において、
　メモリセルの低電位電源とグランドとの間に接続されて、該低電位電源と該グランドと
の間に設けられた第１電流経路のコンダクタンスの値を調整する第１電流経路調整部と、
　前記メモリセルの低電位電源と前記グランドとの間に接続されて、前記第１電流経路と
は異なる第２電流経路のコンダクタンスの値を前記第１電流経路のコンダクタンスの値よ
りも大きい値に調整する第２電流経路調整部と、
　前記スリープモードを設定するスリープモード設定信号及び前記テストモードを設定す
るテストモード設定信号に応じ、前記第２電流経路調整部の調整能力を制限する調整能力
制限部と、を備え、
　前記テストモードにおいては、前記第１電流経路調整部及び前記調整能力が制限された
前記第２電流経路調整部によって、前記第１電流経路のコンダクタンスの値及び前記第２
電流経路のコンダクタンスの値がそれぞれ調整されると共に、前記メモリセルに対してア
クセス動作が行われることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記調整能力制限部は、前記テストモード設定信号が入力されるテストモード設定信号
入力端子を備えることを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記テストモード設定信号入力端子とは異なる信号入力端子に入力される第１入力信号
が入力されるコマンドバッファ部を備え、
　前記コマンドバッファ部は、前記第１入力信号に応じて、前記テストモード設定信号を
生成することを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記第１入力信号をデコードする第１デコーダと、
　前記第１デコーダのデコード結果に応じ、前記第１入力信号とは異なる信号であって前
記信号入力端子に入力される第２入力信号を格納するレジスタと、を備え、
　前記第１デコーダによって、前記第１入力信号が、状態設定コマンドであることが認識
されたことに応じて、前記第２入力信号が前記レジスタに格納され、該レジスタに格納さ
れた前記第２入力信号に基づいて、前記テストモードであるか否かが認識されることを特
徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記メモリセルの低電位電源と前記グランドとの間に接続されて、前記第１電流経路及
び前記第２電流経路とは異なる第３電流経路のコンダクタンスの値を調整する第３電流経
路調整部を備え、
　前記第３電流経路調整部は、
　前記テストモード設定信号に応じて基準電圧を発生させる基準電圧発生部と、
　前記基準電圧に応じ、前記第３電流経路のコンダクタンスの値を、前記第１電流経路の
コンダクタンスの値よりも大きい値であって前記第２電流経路のコンダクタンスの値より
も小さい値に調整するコンダクタンス調整部と、
　を備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　スリープモード及びテストモードを設定可能な半導体記憶装置の試験方法において、
　メモリセルの低電位電源とグランドとの間に設けられた第１電流経路のコンダクタンス
の値を調整する第１電流経路調整ステップと、
　前記メモリセルの低電位電源と前記グランドとの間に設けられた前記第１電流経路とは
異なる第２電流経路のコンダクタンスの値を、前記第１電流経路のコンダクタンスの値よ
りも大きい値に調整する第２電流経路調整ステップと、
　前記スリープモードを設定するスリープモード設定信号及び前記テストモードを設定す
るテストモード設定信号に応じ、前記第２電流経路調整ステップの調整能力を制限する調
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整能力制限ステップと、を備え、
　前記テストモードにおいては、前記第１電流経路調整ステップ及び前記調整能力が制限
された前記第２電流経路調整ステップによって、前記第１電流経路のコンダクタンスの値
及び前記第２電流経路のコンダクタンスの値がそれぞれ調整されると共に、前記メモリセ
ルに対してアクセス動作が行われることを特徴とする半導体記憶装置の試験方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、信号入力を禁止しながら内部回路に供給される電源電圧を降圧することに
より、待機時の電力消費の低減を図るいわゆるスリープモードにおけるメモリセルのデー
タ保持特性を簡便に試験する半導体記憶装置及びその試験方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＳＲＡＭ等の半導体記憶装置における省電力モードであるデータリテンションモードの
テストとは、動作保証範囲内の電源電圧でデータが書き込まれたメモリセルに対して、電
源電圧を降圧して所定時間維持した後、電源電圧を動作保証範囲内の電源電圧に戻してデ
ータを読み出す試験であり、メモリセルにおけるデータの保持特性を試験するものである
。
【０００３】
　特許文献１に開示されている半導体記憶装置では、データリテンションモードのテスト
におけるテスト時間の短縮が図られている。メモリセルに供給される電源電圧を降圧させ
る際、メモリセルの記憶ノードの“Ｈ”電位は、ライトドライバのＰＭＯＳトランジスタ
を介して電源ＶＣＣにリークして急速に低電位に下がる。上記の半導体記憶装置では、記
憶ノードの“Ｈ”電位が低電位で安定状態となるまでに要する時間を短縮して、データリ
テンションモードのテストにおけるテスト時間を短縮している。
【０００４】
　ここで、データリテンションモード及びスタンバイモードは、共に半導体記憶装置の待
機時の電力消費を低減する動作モードであり、各々、個別に制御することができる。デー
タリテンションモードでは、電源電圧端子に供給される電源電圧を降圧することにより、
メモリセルに供給される電源電圧を降圧して電力消費の低減を図っている。また、スタン
バイモードでは、イネーブル端子（ＣＥ端子）やチップセレクト端子（ＣＳ端子）により
制御され、スタンバイ状態において各種信号の入力バッファ回路が信号入力の禁止状態と
なることにより、電力消費の低減を図っている。これらの動作モードを併用すれば、半導
体記憶装置の待機時の電力消費を更に低減することができる。
【０００５】
　上記背景技術では、データリテンションモードがスタンバイモードとは別個に制御され
ることを前提として、降圧された電源電圧を電源電圧端子に印加してデータリテンション
モード時のテスト行う場合に、メモリセルの記憶ノードの“Ｈ”電位を、速やかに降圧さ
れた電源電圧の電圧値に下げることを目的とするものである。その後の読出し動作は、半
導体記憶装置に対する通常の読出し制御により行われる。なお、上記の背景技術に関連す
るものとして、特許文献２、３に開示された技術が知られている。
【特許文献１】特開２００４－３０３２８３号公報
【特許文献２】特開２００２－３２９９０号公報
【特許文献３】特開平４－２７８３００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、近年、半導体記憶装置の待機時の制御としてスリープモードが開発され
ている。スリープモードは、外部からの信号入力を受け付けない状態で内部回路に供給す
る内部電源電圧を通常使用時（通常モード）の電圧値から降圧して電力消費の低減を図る
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動作モードであり、データリテンションモードとスタンバイモードとを同時に実行するこ
とに類似する動作モードである。降圧された内部電源電圧におけるメモリセルのデータ保
持特性の試験では、スリープモードにより降圧された電源電圧が供給された状態で所定時
間の経過を待ち、その後、通常モードに戻してデータを読出すことが必要であった。
【０００７】
　この点、上記の背景技術では、データリテンション時のテスト時間の短縮を目的とする
ものの、短縮されるのは、メモリセルの記憶ノードの“Ｈ”電位が速やかに降圧された電
源電圧に下がるまでの時間である。降圧された電源電圧におけるデータ保持特性の試験は
、降圧された電源電圧での所定時間の経過と、通常電源電圧に復帰の後の読出し動作によ
る期待データとの比較による他はない。
【０００８】
　スリープモードにおいては、降圧された電源電圧がメモリセルに供給される場合のデー
タ保持特性の試験では、降圧された電源電圧を供給した状態で所定時間のデータ保持動作
を行わせることが必要であり、この所定時間によっては、試験時間の短縮を図れないばか
りか、試験時間の増大を招来するおそれがある。
【０００９】
　この発明は、このような状況に鑑み提案されたものであって、待機時の消費電流を低減
する動作モードとしてスリープモードを備える半導体記憶装置に対して、メモリセルへの
供給電圧を、通常モードにおける電源電圧よりも降圧させた状態で、通常の読出し動作を
可能として、メモリセルのデータ保持特性の試験を簡便に行うことが可能な半導体記憶装
置及びその試験方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１の発明に係る半導体記憶装置は、スリープモード及びテストモードを設定可能
な半導体記憶装置において、メモリセルの低電位電源とグランドとの間に接続されて、該
低電位電源と該グランドとの間に設けられた第１電流経路のコンダクタンスの値を調整す
る第１電流経路調整部と、前記メモリセルの低電位電源と前記グランドとの間に接続され
て、前記第１電流経路とは異なる第２電流経路のコンダクタンスの値を前記第１電流経路
のコンダクタンスの値よりも大きい値に調整する第２電流経路調整部と、前記スリープモ
ードを設定するスリープモード設定信号及び前記テストモードを設定するテストモード設
定信号に応じ、前記第２電流経路調整部の調整能力を制限する調整能力制限部と、を備え
、前記テストモードにおいては、前記第１電流経路調整部及び前記調整能力が制限された
前記第２電流経路調整部によって、前記第１電流経路のコンダクタンスの値及び前記第２
電流経路のコンダクタンスの値がそれぞれ調整されると共に、前記メモリセルに対してア
クセス動作が行われることを特徴とする。
【００１１】
　請求項１の発明に係る半導体記憶装置によれば、スリープモードを設定するスリープモ
ード設定信号及びテストモードを設定するテストモード設定信号に応じ、調整能力制限部
によって、第２電流経路調整部の調整能力が制限されると、第２電流経路調整部によって
、第２電流経路のコンダクタンスの値が、第１電流経路のコンダクタンスの値に近づくよ
うに調整されて、メモリセルの低電位側の電位を上昇させることができ、第２電流経路調
整部の調整能力が制限される前に比べて、メモリセルの高電位側の電位と該メモリセルの
低電位側の電位と差電圧の値が低下する。このため、第２電流経路調整部の調整能力が制
限される前に比べて、前記差電圧に応じて定まるメモリセルへの供給電圧が低下する。そ
こで、請求項１の発明に係る半導体記憶装置によれば、リープモード及びテストモードに
おいては、メモリセルに、前記差電圧に応じて定まる電圧を供給することにより、メモリ
セルに供給する電圧を低下させることができ、半導体記憶装置が消費する電力を低減させ
ることができる。
　また、請求項１の発明に係る半導体記憶装置によれば、テストモードにおいては、第１
電流経路調整部及び調整能力が制限された第２電流経路調整部によって、第１電流経路の
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コンダクタンスの値及び第２電流経路のコンダクタンスの値がそれぞれ調整されると共に
、メモリセルに対してアクセス動作が行われる。そこで、請求項１の発明に係る半導体記
憶装置によれば、メモリセルに供給する電圧が低下すると、メモリセルへの供給電圧が、
該メモリセルの安定動作に不十分な条件の下で、メモリセルにアクセスすることができる
。したがって、請求項１の発明に係る半導体記憶装置によれば、メモリセルへのアクセス
結果に基づいて、製造上のプロセスばらつきなどに起因して動作余裕が少ないメモリセル
を特定することができる。このため、請求項１の発明に係る半導体記憶装置によれば、動
作余裕が少ないメモリセルを特定することにより、動作不良を引き起こす可能性があるメ
モリセルを事前に検出することができる。
【００１２】
　請求項６の発明に係る半導体記憶装置の試験方法は、スリープモード及びテストモード
を設定可能な半導体記憶装置の試験方法において、メモリセルの低電位電源とグランドと
の間に設けられた第１電流経路のコンダクタンスの値を調整する第１電流経路調整ステッ
プと、前記メモリセルの低電位電源と前記グランドとの間に設けられた前記第１電流経路
とは異なる第２電流経路のコンダクタンスの値を、前記第１電流経路のコンダクタンスの
値よりも大きい値に調整する第２電流経路調整ステップと、前記スリープモードを設定す
るスリープモード設定信号及び前記テストモードを設定するテストモード設定信号に応じ
、前記第２電流経路調整部の調整能力を制限する調整能力制限ステップと、を備え、前記
テストモードにおいては、前記第１電流経路調整ステップ及び前記調整能力が制限された
前記第２電流経路調整ステップによって、前記第１電流経路のコンダクタンスの値及び前
記第２電流経路のコンダクタンスの値がそれぞれ調整されると共に、前記メモリセルに対
してアクセス動作が行われることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６の発明に係る半導体記憶装置の試験方法によれば、スリープモードを設定する
スリープモード設定信号及びテストモードを設定するテストモード設定信号に応じ、調整
能力制御ステップによって、第２電流経路のコンダクタンスの値が、第１電流経路のコン
ダクタンスの値に近づくように調整されて、メモリセルの低電位側の電位を上昇させるこ
とができ、第２電流経路調整ステップの調整能力が制限される前に比べて、メモリセルの
高電位側の電位と該メモリセルの低電位側の電位と差電圧の値が低下する。このため、第
２電流経路調整ステップの調整能力が制限される前に比べて、前記差電圧に応じて定まる
メモリセルへの供給電圧が低下する。そこで、請求項６の発明に係る半導体記憶装置の試
験方法によれば、スリープモード及びテストモードにおいては、メモリセルに、前記差電
圧に応じて定まる電圧を供給することにより、メモリセルに供給する電圧を低下させるこ
とができ、半導体記憶装置が消費する電力を低減させることができる。
　また、請求項６の発明に係る半導体記憶装置の試験方法によれば、テストモードにおい
ては、第１電流経路調整ステップ及び調整能力が制限された第２電流経路調整ステップに
よって、第１電流経路のコンダクタンスの値及び第２電流経路のコンダクタンスの値がそ
れぞれ調整されると共に、メモリセルに対してアクセス動作が行われる。そこで、請求項
６の発明に係る半導体記憶装置の試験方法によれば、調整能力が制限された第２電流経路
調整ステップによって、第２電流経路のコンダクタンスの値が、第１電流経路のコンダク
タンスの値に近づくように調整され、前記差電圧が低下し、メモリセルに供給する電圧が
低下すると、メモリセルへの供給電圧が、該メモリセルの安定動作に不十分な条件の下で
、メモリセルにアクセスすることができる。したがって、請求項６の発明に係る半導体記
憶装置の試験方法によれば、メモリセルへのアクセス結果に基づいて、製造上のプロセス
ばらつきなどに起因して動作余裕が少ないメモリセルを特定することができる。このため
、請求項６の発明に係る半導体記憶装置の試験方法によれば、動作余裕が少ないメモリセ
ルを特定することにより、動作不良を引き起こす可能性があるメモリセルを事前に検出す
ることができる。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明の半導体記憶装置及びその試験方法によれば、スリープモードを設定するスリー
プモード設定信号及びテストモードを設定するテストモード設定信号に応じ、メモリセル
の低電位電源とグランドとの間に設けられた第２電流経路のコンダクタンスの値が、メモ
リセルの低電位電源とグランドとの間に設けられた第１電流経路のコンダクタンスの値に
近づくように調整されて、メモリセルの低電位側の電位を上昇させることができ、第２電
流経路のコンダクタンスの値を、１電流経路のコンダクタンスの値に近づける前に比べて
、メモリセルの高電位側の電位と該メモリセルの低電位側の電位と差電圧の値が低下する
。このため、第２電流経路のコンダクタンスの値を、１電流経路のコンダクタンスの値に
近づける前に比べて、前記差電圧に応じて定まるメモリセルへの供給電圧が低下する。そ
こで、本発明の半導体記憶装置の試験方法によれば、リープモード及びテストモードにお
いては、メモリセルに、前記差電圧に応じて定まる電圧を供給することにより、メモリセ
ルに供給する電圧を低下させることができ、半導体記憶装置が消費する電力を低減させる
ことができる。
　また、本発明の半導体記憶装置及びその試験方法によれば、テストモードにおいては、
第１電流経路のコンダクタンスの値及び第２電流経路のコンダクタンスの値がそれぞれ調
整されると共に、メモリセルに対してアクセス動作が行われる。そこで、本発明の半導体
記憶装置及びその試験方法によれば、第２電流経路のコンダクタンスの値が、第１電流経
路のコンダクタンスの値に近づくように調整され、前記差電圧が低下し、メモリセルに供
給する電圧が低下すると、メモリセルへの供給電圧が、該メモリセルの安定動作に不十分
な条件の下で、メモリセルにアクセスすることができる。したがって、本発明の半導体記
憶装置及びその試験方法によれば、メモリセルへのアクセス結果に基づいて、製造上のプ
ロセスばらつきなどに起因して動作余裕が少ないメモリセルを特定することができる。こ
のため、本発明の半導体記憶装置及びその試験方法によれば、動作余裕が少ないメモリセ
ルを特定することにより、動作不良を引き起こす可能性があるメモリセルを事前に検出す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を、図１を参照しつつ説明する。ここでは、本発明の半導体記憶装
置を、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）１０を例に挙げて説明する。図
１は、ＳＲＡＭ１０の回路構成図である。ＳＲＡＭ１０は、入力回路２０と、メモリセル
アレイ３０と、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１と、スイッチング回路４０と、スイッチ
ング制御回路５０とを備えている。
【００１６】
　入力回路２０は、チップイネーブルバッファ２１と、ライトイネーブルバッファ２２と
、インプットバッファ２３と、スリープバッファ２４とを備えている。チップイネーブル
バッファ２１は、第１信号入力端子（ＩＮ１）を備えている。チップイネーブルバッファ
２１の出力端子は、出力ラインＬ１に接続されている。
【００１７】
　ライトイネーブルバッファ２２は、第１信号入力端子（ＩＮ２）を備えている。ライト
イネーブルバッファ２２の第２入力端子は、前記出力ラインＬ１に接続されている。ライ
トイネーブルバッファ２２の出力端子は、出力ラインＬ２に接続されている。
【００１８】
　インプットバッファ２３は、第１信号入力端子（ＩＮ３）を備えている。インプットバ
ッファ２３の第２信号入力端子は、前記出力ラインＬ１に接続されている。インプットバ
ッファ２３の出力端子は、出力ラインＬ３に接続されている。
【００１９】
　スリープバッファ２４は、信号入力端子（ＩＮ４）を備えている。スリープバッファ２
４の出力端子は、出力ラインＬ４に接続されている。出力ラインＬ４は、チップイネーブ
ルバッファ２１の第２信号入力端子に接続されている。
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【００２０】
　メモリセルアレイ３０には、図示しないライトドライバを介し、出力ラインＬ２が接続
されている。さらに、メモリセルアレイ３０には、図示しないローデコーダ及びカラムデ
コーダを介し、出力ラインＬ３が接続されている。メモリセルアレイ３０は、図示しない
行列状に配置された複数のメモリセルを有する。各メモリセルには、電源電位ＶＣＣ及び
接地電位ＶＳＳが供給される。各メモリセルは、接地電位供給線３１に接続されている。
【００２１】
　Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１のドレイン及びゲートは、接地電位供給線３１に接続
されている。Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１のソースは、グランドに接続されている。
【００２２】
　スイッチング回路４０は、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５を備えている。各Ｎ
型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５のドレインは、接地電位供給線３１に接続されてい
る。各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５のソースは、グランドに接続されている。
【００２３】
　スイッチング制御回路５０は、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）と、ＮＡＮＤ
ゲート回路５１と、インバータ５２と、遅延回路５３～５５とを備えている。各遅延回路
５３～５５は、２つのインバータによって構成されている。ＮＡＮＤゲート回路５１の第
１入力には、前記出力ラインＬ４が接続されている。ＮＡＮＤゲート回路５１の第２入力
には、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）が接続されている。ＮＡＮＤゲート回路
５１の出力は、インバータ５２の入力に接続されている。インバータ５２の出力は、スイ
ッチング回路４０が備えるＮ型チャンネルトランジスタＭ２のゲートに接続されている。
【００２４】
　遅延回路５３は、インバータ５３Ａ、５３Ｂを備えている。インバータ５２の出力は、
インバータ５３Ａの入力に接続されている。インバータ５３Ａの出力は、インバータ５３
Ｂの入力に接続されている。インバータ５３Ｂの出力は、スイッチング回路４０が備える
Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３のゲートに接続されている。
【００２５】
　遅延回路５４は、インバータ５４Ａ、５４Ｂを備えている。インバータ５３Ｂの出力は
、インバータ５４Ａの入力に接続されている。インバータ５４Ａの出力は、インバータ５
４Ｂの入力に接続されている。インバータ５４Ｂの出力は、スイッチング回路４０が備え
るＮ型チャンネルトランジスタＭ４のゲートに接続されている。
【００２６】
　遅延回路５５は、インバータ５５Ａ、５５Ｂを備えている。インバータ５４Ｂの出力は
、インバータ５５Ａの入力に接続されている。インバータ５５Ａの出力は、インバータ５
５Ｂの入力に接続されている。インバータ５５Ｂの出力は、スイッチング回路４０が備え
るＮ型チャンネルトランジスタＭ５のゲートに接続されている。
【００２７】
　次に、本実施形態のＳＲＡＭ１０の動作を説明する。ＳＲＡＭ１０では、通常モードと
、スリープモードと、テストモードとを設定することが可能である。通常モードでは、上
記メモリセルへのデータの書き込みやメモリセルからの記憶データの読み出しが行われる
。スリープモードでは、各第１信号入力端子（ＩＮ１）～（ＩＮ３）から入力される信号
を受信しない状態で、メモリセルに対応して配置されたビット線やワード線が非選択とさ
れ、メモリセルへのデータの記憶やメモリセルに記憶されたデータの読み出しが行われな
い。テストモードでは、メモリセルの動作が正常であるか否かを判断するため、通常モー
ドよりもメモリセルに供給する電圧を低下させた状態で、メモリセルへのデータの記憶や
メモリセルに記憶されたデータの読み出しが行われる。
【００２８】
　スリープモードにおいては、ＳＲＡＭ１０は、以下に説明するように動作する。スリー
プモードにおいては、信号入力端子（ＩＮ４）を通じ、スリープバッファ２４に、ローレ
ベルのスリープモード設定信号ＳＬＰが入力される。スリープバッファ２４は、出力ライ
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ンＬ４を通じ、チップイネーブルバッファ２１に、ローレベルのスリープモード設定信号
ＳＬＰを出力する。
【００２９】
　チップイネーブルバッファ２１の第２入力端子に、ローレベルのスリープモード設定信
号ＳＬＰが入力されると、チップイネーブルバッファ２１は、第１信号入力端子（ＩＮ１
）から入力されるチップイネーブル信号ＣＥを受信しないように制御される。これにより
、出力ラインＬ１を通じ、ライトイネーブルバッファ２２の第２信号入力端子及びインプ
ットバッファ２３の第２信号入力端子に、チップイネーブル信号ＣＥを送信することが禁
止される。
【００３０】
　ライトイネーブルバッファ２２の第２信号入力端子に、チップイネーブル信号ＣＥが入
力されなくなると、ライトイネーブルバッファ２２は、ディスエーブルされる。これによ
り、ライトイネーブルバッファ２２は、出力ラインＬ２に、第１信号入力端子（ＩＮ２）
から入力されるライトイネーブル信号ＷＥを出力しない。したがって、出力ラインＬ２に
接続されたライトドライバには、前記信号ＷＥが入力されず、ライトドライバによって、
メモリセルにデータが書き込まれることがない。
【００３１】
　また、インプットバッファ２３の第２信号入力端子に、チップイネーブル信号ＣＥが入
力されなくなると、インプットバッファ２３は、ディスエーブルされる。これにより、イ
ンプットバッファ２３は、出力ラインＬ３に、第１信号入力端子（ＩＮ３）から入力され
るアドレス信号ＡＤＤやデータ信号Ｄを出力しない。したがって、出力ラインＬ３に接続
されたローデコーダやカラムデコーダには、アドレス信号ＡＤＤが入力されず、ビット線
やワード線が選択されない。
【００３２】
　加えて、スリープモードにおいては、前記出力ラインＬ４を通じ、スイッチング制御回
路５０が備えるＮＡＮＤゲート回路５１の第１入力には、ローレベルの信号ＳＬＰが入力
される。一方、スリープモードにおいては、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）を
通じ、ＮＡＮＤゲート回路５１の第２入力には、ハイレベルのテストモード設定信号ＴＥ
ＳＴが入力される。
【００３３】
　ＮＡＮＤゲート回路５１は、インバータ５２の入力に、ハイレベルの信号を出力する。
インバータ５２は、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２のゲートに、ローレベルの信号ＣＳ
を出力する。これにより、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２のゲート電圧が低レベル電圧
に固定され、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２がオフ状態になる。
【００３４】
　各遅延回路５３～５５は、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５のゲートに、各遅
延回路５３～５５によって、信号ＣＳの周期を順次遅らせた信号ＣＳ１～ＣＳ３を出力す
る。これによって、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５のゲート電圧が、順次低レ
ベル電圧に固定され、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５は、順次オフ状態になる
。
【００３５】
　一方、スリープモードにおいては、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１のゲート電圧がス
レッシュルド電圧付近に固定され、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１が、常時オン状態に
維持されている。Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１がオン状態になると、メモリセルに接
地電位を供給する接地電位供給線３１から、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１を通じてグ
ランドに至る電流路Ｒ１が形成される。Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１が常時オン状態
を維持すると、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値が一定値に保たれる。なお、本実施形態
では、電流路Ｒ１が、本発明の第１電流経路に相当し、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１
が、本発明の第１電流経路調整部に相当する。また、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１を
常時オン状態に維持し、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値を一定値に保つことは、第１電
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流経路調整ステップに相当する。
【００３６】
　本実施形態では、通常モードにおいては、ＮＡＮＤゲート回路５１の第１入力に、ハイ
レベルのスリープモード設定信号ＳＬＰが入力されると共に、ＮＡＮＤゲート回路５１の
第２入力に、ハイレベルのテストモード設定信号ＴＥＳＴが入力される。ＮＡＮＤゲート
回路５１は、インバータ５２の入力に、ローレベルの信号を出力する。その後、インバー
タ５２は、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２のゲートに、ハイレベルの信号ＣＳを出力す
る。これにより、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２のゲート電圧が高レベル電圧に固定さ
れ、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２がオン状態になる。
【００３７】
　さらに、通常モードにおいては、各遅延回路５３～５５によって、各Ｎ型チャンネルト
ランジスタＭ３～Ｍ５のゲートに、信号ＣＳの周期を順次遅らせた信号ＣＳ１～ＣＳ３を
出力する。これによって、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５のゲート電圧が、順
次高レベル電圧に固定され、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５は、順次オン状態
になる。
【００３８】
　各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５がオン状態になると、接地電位供給線３１か
ら、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５を通じてグランドに至る電流路Ｒ２が形成
される。そこで、メモリセルに接地電位ＶＳＳが供給され、各トランジスタＭ２～Ｍ５が
オフ状態であるスリープモードに比べて、電流路Ｒ２のコンダクタンスの値が低下する。
【００３９】
　本実施形態では、電流路Ｒ２が、本発明の第２電流経路に相当する。また、本実施形態
では、スイッチング回路４０の各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５がオン状態にな
ると、電流路Ｒ２が形成され、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値よりも、電流路Ｒ２のコ
ンダクタンスの値が大きくなるように調整される。したがって、スイッチング回路４０は
、本発明の第２電流経路調整部に相当する。また、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～
Ｍ５がオン状態にし、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値よりも、電流路Ｒ２のコンダクタ
ンスの値が大きくなるように調整することは、本発明の第２電流経路調整ステップに相当
する。
【００４０】
　テストモードにおいては、ＳＲＡＭ１０は、以下に説明するように動作する。テストモ
ードに切り替えるため、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）を通じ、ローレベルの
テストモード設定信号ＴＥＳＴが入力される。テストモードにおいては、スリープモード
を解除するため、スリープバッファ２４に、ハイレベルのスリープモード設定信号ＳＬＰ
が入力される。スリープバッファ２４は、出力ラインＬ４を通じ、チップイネーブルバッ
ファ２１に、ハイレベルのスリープモード設定信号ＳＬＰを出力する。
【００４１】
　チップイネーブルバッファ２１の第２入力端子に、ハイレベルのスリープモード設定信
号ＳＬＰが入力されると、チップイネーブルバッファ２１は、出力ラインＬ１を通じ、第
１信号入力端子（ＩＮ１）から入力されるチップイネーブル信号ＣＥを、ライトイネーブ
ルバッファ２２の第２信号入力端子に出力する。
【００４２】
　ライトイネーブルバッファ２２の第２信号入力端子に、チップイネーブル信号ＣＥが入
力されると、ライトイネーブルバッファ２２は、イネーブルされる。これにより、ライト
イネーブルバッファ２２は、出力ラインＬ２に、第１信号入力端子（ＩＮ２）から入力さ
れるライトイネーブル信号ＷＥを出力する。
【００４３】
　また、インプットバッファ２３の第２信号入力端子に、チップイネーブル信号ＣＥが入
力されると、インプットバッファ２３は、イネーブルされる。これにより、インプットバ
ッファ２３は、出力ラインＬ３に、第１信号入力端子（ＩＮ３）から入力されるアドレス
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信号ＡＤＤやデータ信号Ｄを出力する。そこで、出力ラインＬ３に接続されたローデコー
ダやカラムデコーダには、アドレス信号ＡＤＤが入力され、ビット線やワード線が選択さ
れる。そして、選択されたビット線及びワード線に接続されたメモリセルに対し、出力ラ
インＬ２に接続されたライトドライバによって、データ信号Ｄに対応したデータが記憶さ
れる。
【００４４】
　加えて、テストモードにおいては、前記出力ラインＬ４を通じ、ＮＡＮＤゲート回路５
１の第１入力には、ハイレベルのスリープモード設定信号ＳＬＰが入力される。さらに、
テストモードにおいては、上述したように、ＮＡＮＤゲート回路５１の第２入力には、ロ
ーレベルのテストモード設定信号ＴＥＳＴが入力される。
【００４５】
　テストモードにおいては、ＳＲＡＭ１０が、上述したスリープモードと同様に動作し、
スイッチング回路４０の各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５のゲート電圧が、順次
低レベル電圧に固定され、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５は、順次オフ状態に
なる。一方、テストモードにおいては、上述したスリープモードと同様に、Ｎ型チャンネ
ルトランジスタＭ１が、常時オン状態に維持されている。
【００４６】
　テストモードでは、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５は、順次オフ状態になる
と、接地電位供給線３１によってメモリセルに供給する電位が、接地電位ＶＳＳよりも上
昇する。本実施形態では、メモリセルに供給される電位が、Ｎ型チャンネルトランジスタ
Ｍ１のスレッシュルド電圧によって定められる。そこで、メモリセルの電源電位ＶＣＣと
、前記スレッシュルド電圧とによって定められる電位との差が小さくなる。
【００４７】
　したがって、テストモードでは、通常モードに比べて、前記電源電位ＶＣＣと、前記ス
レッシュルド電圧によって定められる電位との差によって定められるメモリセルへの印加
電圧が小さくなる。テストモードでは、通常モードに比べて、メモリセルへの印加電圧が
抑えられた状態で、メモリセルに、データが記憶される。テストモードでは、ワード線及
びビット線に対し、読み出し電圧を供給することにより、図示しない読出回路によって、
前記ワード線及び前記ビット線に接続されたメモリセルから、記憶データを読み出す。
【００４８】
　本実施形態では、スイッチング制御回路５０が備えるＮＡＮＤゲート回路５１の入力に
、スリープモード設定信号ＳＬＰ又はテストモード設定信号ＴＥＳＴが入力されると、上
述したように、スイッチング制御回路５０が備えるインバータ５２の出力信号ＣＳや各遅
延回路５３～５５の各出力信号ＣＳ１～ＣＳ３によって、各Ｎ型チャンネルトランジスタ
Ｍ２～Ｍ５のゲート電圧が低レベル電圧又は高レベル電圧に固定される。これにより、各
トランジスタＭ２～Ｍ５はオフ状態又はオン状態に制御される。スイッチング制御回路５
０は、各トランジスタＭ２～Ｍ５をオフ状態又はオン状態に制御することにより、第２電
流路Ｒ２のコンダクタンスの値を可変することができるから、本発明の調整能力制限部に
相当する。また、スリープモード設定信号ＳＬＰ又はテストモード設定信号ＴＥＳＴによ
り、各トランジスタＭ２～Ｍ５をオフ状態又はオン状態に制御され、第２電流路Ｒ２のコ
ンダクタンスの値を可変することは、本発明の調整能力制限ステップに相当する。
【００４９】
　＜実施形態１の効果＞
　本実施形態のＳＲＡＭ１０では、ＮＡＮＤゲート回路５１に、テストモード設定信号Ｔ
ＥＳＴやスリープモード設定信号ＳＬＰが入力されたことに起因して、スイッチング制御
回路５０から、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２に、ローレベルの信号ＣＳが入力され、
各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５のゲートに、ローレベルの信号ＣＳ１～ＣＳ３
がそれぞれ入力され、各トランジスタＭ２～Ｍ５がオフ状態になると、各トランジスタＭ
２～Ｍ５がオン状態である通常モードに比べて、接地電位供給線３１によって、メモリセ
ルに供給する電位を、接地電位ＶＳＳよりも上昇させることができる。このため、スリー
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プモード及びテストモードでは、通常モードに比べて、メモリセルの電源電位ＶＣＣと、
接地電位供給線３１によって供給される電位との差によって定められるメモリセルへの印
加電圧が小さくなる。そこで、本実施形態のＳＲＡＭ１０によれば、スリープモード及び
テストモードにおいては、通常モードに比べて、メモリセルへの印加電圧が小さくなるこ
とにより、ＳＲＡＭ１０が消費する電力を低減させることができる。
　また、本実施形態のＳＲＡＭ１０では、テストモードにおいては、Ｎ型チャンネルトラ
ンジスタＭ１及び各トランジスタＭ２～Ｍ５が、それぞれオン状態になり、電流路Ｒ１、
Ｒ２が形成された状態で、メモリセルへのデータの記憶や、メモリセルから記憶データが
読み出される。そこで、テストモードにおいては、通常モードに比べ、メモリセルへの印
加電圧が小さくなると、印加電圧が、メモリセルへの記憶及びメモリセルからの読み出し
動作には不十分な条件の下で、メモリセルへのデータの記憶や、メモリセルから記憶デー
タが読み出される。したがって、メモリセルへのデータの記憶結果や、メモリセルから記
憶データの読み出し結果に基づいて、製造上のプロセスのばらつきに起因して、記憶動作
や読み出し動作が安定しないメモリセルを特定することができる。このため、本実施形態
のＳＲＡＭ１０では、記憶動作や読み出し動作が安定しないメモリセルを特定することに
より、記憶動作の不良や読み出し動作の不良を引き起こす可能性があるメモリセルを、事
前に検出することができる。
【００５０】
　また、本実施形態のＳＲＡＭ１０の試験方法によれば、テストモード設定信号ＴＥＳＴ
やスリープモード設定信号ＳＬＰが入力されたことに起因して、Ｎ型チャンネルトランジ
スタＭ２に、ローレベルの信号ＣＳが入力され、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ
５のゲートに、ローレベルの信号ＣＳ１～ＣＳ３がそれぞれ入力され、各トランジスタＭ
２～Ｍ５がオフ状態になると、各トランジスタＭ２～Ｍ５がオン状態である通常モードに
比べて、接地電位供給線３１によって、メモリセルに供給する電位を、接地電位ＶＳＳよ
りも上昇させることができる。このため、スリープモード及びテストモードでは、通常モ
ードに比べて、メモリセルの電源電位ＶＣＣと、接地電位供給線３１によって供給される
電位との差によって定められるメモリセルへの印加電圧が小さくなる。そこで、本実施形
態のＳＲＡＭ１０の試験方法によれば、スリープモード及びテストモードにおいては、通
常モードに比べて、メモリセルへの印加電圧が小さくなることにより、ＳＲＡＭ１０が消
費する電力を低減させることができる。
　また、本実施形態のＳＲＡＭ１０の試験方法では、テストモードにおいては、Ｎ型チャ
ンネルトランジスタＭ１及び各トランジスタＭ２～Ｍ５が、それぞれオン状態になり、電
流路Ｒ１、Ｒ２が形成された状態で、メモリセルへのデータの記憶や、メモリセルから記
憶データが読み出される。そこで、テストモードにおいては、通常モードに比べ、メモリ
セルへの印加電圧が小さくなると、印加電圧が、メモリセルへの記憶及びメモリセルから
の読み出し動作には不十分な条件の下で、メモリセルへのデータの記憶や、メモリセルか
ら記憶データが読み出される。したがって、メモリセルへのデータの記憶結果や、メモリ
セルから記憶データの読み出し結果に基づいて、製造上のプロセスのばらつきに起因して
、記憶動作や読み出し動作が安定しないメモリセルを特定することができる。このため、
本実施形態のＳＲＡＭ１０の試験方法では、記憶動作や読み出し動作が安定しないメモリ
セルを特定することにより、記憶動作の不良や読み出し動作の不良を引き起こす可能性が
あるメモリセルを、事前に検出することができる。
【００５１】
　本実施形態では、スイッチング制御回路５０が、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ
５）を備えると、各第１信号入力端子（ＩＮ１）～（ＩＮ３）や前記信号入力端子（ＩＮ
４）とは区別して、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）から、テストモード設定信
号ＴＥＳＴを入力することができ、テストモードへの切替操作を容易に行うことができる
。
【００５２】
　＜実施形態２＞
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　本発明の実施形態２を、図２を参照しつつ説明する。図２は、本実施形態のＳＲＡＭ１
０Ａの回路構成図である。ここでは、実施形態１と同一の構成は同一の符号を付しその説
明を省略する。ＳＲＡＭ１０Ａは、実施形態１のＳＲＡＭ１０の入力回路２０及びスイッ
イング制御飽きろ５０に代えて、入力回路２０Ａと、スイッチング制御回路５０Ａとを備
えている。
【００５３】
　入力回路２０Ａは、コマンドバッファ２１Ａと、ライトイネーブルバッファ２２と、イ
ンプットバッファ２３とを備えている。コマンドバッファ２１Ａは、第１信号入力端子（
ＩＮ１Ａ）と、第２信号入力端子（ＩＮ２Ａ）と、第３信号入力端子（ＩＮ３Ａ）とを備
えている。コマンドバッファ２１Ａの第１信号出力端子は、出力ラインＬ１Ａに接続され
ている。コマンドバッファ２１Ａの第２信号出力端子は、出力ラインＬ１Ｂに接続されて
いる。
【００５４】
　ライトイネーブルバッファ２２の第２入力端子は、前記出力ラインＬ１Ａに接続されて
いる。インプットバッファ２３の第２入力端子は、前記出力ラインＬ１Ａに接続されてい
る。
【００５５】
　スイッチング回路５０Ａは、実施形態１のスイッチング回路５０のＮＡＮＤゲート回路
５１に代えて、インバータ５１Ａを備えている。インバータ５１Ａの入力には、前記出力
ラインＬ１Ｂを介し、コマンドバッファ２１Ａの第２信号出力端子が接続されている。イ
ンバータ５１Ａの出力は、インバータ５２の入力に接続されている。
【００５６】
　次に、本実施形態のＳＲＡＭ１０Ａの動作を説明する。ここでは、実施形態１と同一の
動作については、その説明を省略する。ＳＲＡＭ１０Ａにおいても、実施形態１と同様に
、通常モードと、スリープモードと、テストモードとを設定することが可能である。コマ
ンドバッファ２１Ａの第１信号入力端子（ＩＮ１Ａ）には、チップイネーブルコマンド信
号ＣＥ１が入力される。コマンドバッファ２１Ａの第２信号入力端子（ＩＮ２Ａ）には、
スリープモード設定コマンド信号ＳＬＰ１が入力される。コマンドバッファ２１Ａの第３
信号入力端子（ＩＮ３Ａ）には、各種のテストコマンド信号Ｔｅｓｔ１が入力される。例
えば、テストコマンド信号Ｔｅｓｔ１には、ＳＲＡＭ１０Ａに基板を実装した後の結線の
確認や該ＳＲＡＭ１０Ａの動作に関するスキャンテストをする信号等が含まれる。
【００５７】
　通常モードにおいては、ＳＲＡＭ１０Ａは、以下に説明するように動作する。通常モー
ドにおいては、コマンドバッファ２１Ａには、第１信号入力端子（ＩＮ１Ａ）を通じ、チ
ップイネーブルコマンド信号ＣＥ１が入力される。
【００５８】
　通常モードでは、コマンドバッファ２１Ａは、出力ラインＬ１Ｂを通じ、インバータ５
１Ａの入力に向けて、ハイレベルのスリープモード設定信号ＳＬＰを出力する。インバー
タ５１Ａは、インバータ５２の入力に、ローレベルの信号を出力する。その後、インバー
タ５２は、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２のゲートに、ハイレベルの信号ＣＳを出力す
る。
【００５９】
　続いて、実施形態１と同様に、通常モードでは、各遅延回路５３～５５によって、各Ｎ
型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５のゲートに、信号ＣＳの周期を順次遅らせたハイレ
ベルの信号ＣＳ１～ＣＳ３を出力する。これにより、通常モードでは、実施形態１と同様
に、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５は、順次オン状態になる。
【００６０】
　一方、通常モードにおいては、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１のゲート電圧がスレッ
シュルド電圧付近に固定され、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１が、常時オン状態に維持
されている。
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【００６１】
　また、通常モードでは、コマンドバッファ２１Ａは、前記チップイネーブルコマンド信
号ＣＥ１に対応させて、出力ラインＬ１Ａを通じ、ライトイネーブルバッファ２２の第２
信号入力端子に向けて、チップイネーブル信号ＣＥを出力する。ライトイネーブルバッフ
ァ２２の第２信号入力端子に、チップイネーブル信号ＣＥが入力されると、ライトイネー
ブルバッファ２２は、イネーブルされる。
【００６２】
　加えて、通常モードでは、コマンドバッファ２１Ａは、出力ラインＬ１Ａを通じ、イン
プットバッファ２３の第２信号入力端子に向けて、チップイネーブル信号ＣＥを出力する
。インプットバッファ２３の第２信号入力端子に、チップイネーブル信号ＣＥが入力され
ると、インプットバッファ２３は、イネーブルされる。本実施形態の通常モードにおいて
は、ライトイネーブルバッファ２２及びインプットバッファ２３がイネーブルされると、
実施形態１と同様に、メモリセルにデータが記憶される。
【００６３】
　また、スリープモードにおいては、ＳＲＡＭ１０Ａは、以下に説明するように動作する
。スリープモードにおいては、コマンドバッファ２１Ａには、第２信号入力端子（ＩＮ２
Ａ）を通じ、スリープモード設定コマンド信号ＳＬＰ１が入力される。このとき、コマン
ドバッファ２１Ａでは、チップイネーブルコマンド信号ＣＥ１の入力が禁止される。
【００６４】
　コマンドバッファ２１Ａは、前記スリープモード設定コマンド信号ＳＬＰ１に対応させ
て、出力ラインＬ１Ｂを通じ、インバータ５１Ａの入力に向けて、ローレベルのスリープ
モード設定信号ＳＬＰを出力する。インバータ５１Ａは、インバータ５２の入力に、ハイ
レベルの信号を出力する。その後、インバータ５２は、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２
のゲートに、ローレベルの信号ＣＳを出力する。
【００６５】
　続いて、実施形態１と同様に、スリープモードでは、各遅延回路５３～５５によって、
各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５のゲートに、信号ＣＳの周期を順次遅らせたロ
ーレベルの信号ＣＳ１～ＣＳ３を出力する。これにより、スリープモードでは、実施形態
１と同様に、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５は、順次オフ状態になる。
【００６６】
　さらに、スリープモードにおいては、コマンドバッファ２１Ａへのチップイネーブルコ
マンド信号ＣＥ１の入力が禁止され、ライトイネーブルバッファ２２の第２信号入力端子
に、チップイネーブル信号ＣＥが入力されなくなると、ライトイネーブルバッファ２２は
、ディスエーブルされる。
【００６７】
　加えて、スリープモードにおいては、インプットバッファ２３の第２信号入力端子に、
チップイネーブル信号ＣＥが入力されなくなると、インプットバッファ２３は、ディスエ
ーブルされる。本実施形態のスリープモードにおいては、実施形態１のスリープモードと
同様に、メモリセルにデータが書き込まれることがない。
【００６８】
　テストモードおいては、ＳＲＡＭ１０Ａは、以下に説明するように動作する。テストモ
ードにおいては、コマンドバッファ２１Ａには、第３信号入力端子（ＩＮ３Ａ）を通じ、
ローレベルのテストコマンド信号Ｔｅｓｔ１が入力される。このとき、コマンドバッファ
２１Ａでは、第１信号入力端子（ＩＮ１Ａ）を通じ、チップイネーブルコマンド信号ＣＥ
１が入力されると共に、スリープモード設定コマンド信号ＳＬＰ１の入力が禁止される。
なお、ここでは、テストコマンド信号Ｔｅｓｔ１は、テストモードを設定する信号である
。
【００６９】
　コマンドバッファ２１Ａは、前記テストコマンド信号Ｔｅｓｔ１をバッファリングし、
出力ラインＬ１Ｂを通じ、インバータ５１Ａの入力に向けて、ローレベルのテスト信号Ｔ
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ｅｓｔを出力する。インバータ５１Ａは、インバータ５２の入力に、ハイレベルの信号を
出力する。その後、インバータ５２は、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２のゲートに、ロ
ーレベルの信号ＣＳを出力する。
【００７０】
　続いて、スリープモードと同様に、テストモードでは、各遅延回路５３～５５が、各Ｎ
型チャンネルトランジスタＭ３～Ｍ５のゲートに、ローレベルの信号ＣＳ１～ＣＳ３をそ
れぞれ出力する。これにより、テストモードでは、スリープモードと同様に、各Ｎ型チャ
ンネルトランジスタＭ２～Ｍ５は、順次オフ状態になる。
【００７１】
　また、テストモードでは、通常モードと同様に、出力ラインＬ１Ａを通じ、ライトイネ
ーブルバッファ２２の第２信号入力端子に向けて、チップイネーブル信号ＣＥを出力する
。これにより、ライトイネーブルバッファ２２は、イネーブルされる。
【００７２】
　加えて、テストモードでは、通常モードと同様に、出力ラインＬ１Ａを通じ、インプッ
トバッファ２３の第２入力端子に向けて、チップイネーブル信号ＣＥを出力する。これに
より、インプットバッファ２３は、イネーブルされる。テストモードでは、スリープモー
ドと同様に、ライトイネーブルバッファ２２及びインプットバッファ２３がイネーブルさ
れ、メモリセルにデータが記憶される。さらに、テストモードでは、読出回路（図示せず
）によって行われる読出動作に応じ、メモリセルから、記憶データを読み出す。
【００７３】
　本実施形態では、各コマンド信号ＣＥ１、ＳＬＰ１、Ｔｅｓｔ１が、本発明の第１入力
信号に相当する。各信号入力端子（ＩＮ１Ａ）～（ＩＮ３Ａ）は、本発明の信号入力端子
に相当する。コマンドバッファ２１Ａは、本発明のコマンドバッファ部に相当する。また
、本実施形態では、テスト信号Ｔｅｓｔが、本発明のテストモード設定信号に相当する。
【００７４】
　＜実施形態２の効果＞
　本実施形態では、コマンドバッファ２１Ａによって、第３信号入力端子（ＩＮ３Ａ）に
入力されるテストコマンド信号Ｔｅｓｔ１に対応させて、スイッチング制御回路５０Ａが
備えるインバータ５１Ａに、テスト信号Ｔｅｓｔが出力される。そこで、本実施形態のＳ
ＲＡＭ１０Ａでは、第３信号入力端子（ＩＮ３Ａ）に入力されるテストコマンド信号Ｔｅ
ｓｔ１に対応させて、テスト信号Ｔｅｓｔを生成するため、実施形態１のＳＲＡＭ１０と
は異なり、テストモード設定信号入力端子を備える必要がない。
【００７５】
　＜実施形態３＞
　本発明の実施形態３を、図３を参照しつつ説明する。図３は、本実施形態のＳＲＡＭ１
０Ｂの回路構成図である。ここでは、実施形態１及び実施形態２と同一の構成は同一の符
号を付しその説明を省略する。ＳＲＡＭ１０Ｂは、実施形態２の入力回路２０Ａに代えて
、入力回路２０Ｂを備えている。
【００７６】
　入力回路２０Ｂは、モードレジスタセット制御部２１Ｂと、インタフェース制御部２２
Ｂと、レジスタＲＥＧ１と、レジスタＲＥＧ２と、制御信号発生部２３Ｂとを備えている
。
【００７７】
　モードレジスタセット制御部２１Ｂは、第１信号入力端子（ＩＮ１Ｂ）と、第２信号入
力端子（ＩＮ２Ｂ）と、第３信号入力端子（ＩＮ３Ｂ）と、第４信号入力端子（ＩＮ４Ｂ
）と、第５信号入力端子（ＩＮ５Ｂ）とを備えている。
【００７８】
　インタフェース制御部２２Ｂは、第１信号入力端子（ＩＮ６Ｂ）を備えている。インタ
フェース制御部２２Ｂの第２信号入力端子には、前記モードレジスタセット制御部２１Ｂ
の信号出力端子が接続されている。
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【００７９】
　レジスタＲＥＧ１の信号入力端子は、インタフェース制御部２２Ｂの信号出力端子に接
続されている。レジスタＲＥＧ１の信号出力端子には、出力ラインＬ３Ａが接続されてい
る。出力ラインＬ３Ａは、図示しないローデコーダ及びカラムデコーダ等を介し、メモリ
セルアレイ３０に接続されている。レジスタＲＥＧ２の信号入力端子は、インタフェース
制御部２２Ｂの信号出力端子に接続されている。
【００８０】
　制御信号発生部２３Ｂの第１信号入力端子は、モードレジスタセット制御部２１Ｂの信
号出力端子に接続されている。制御信号発生部２３Ｂの第２信号入力端子は、レジスタＲ
ＥＧ２の信号出力端子に接続されている。制御信号発生部２３Ｂの信号出力端子は、出力
ラインＬ１Ｃ及び出力ラインＬ１Ｄに接続されている。出力ラインＬ１Ｃは、スイッチン
グ制御回路５０Ａが備えるインバータ５１Ａに接続されている。出力ラインＬ１Ｄは、図
示しないローデコーダ及びカラムデコーダを介し、メモリセルアレイ３０に接続されてい
る。
【００８１】
　次に、本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｂの動作を説明する。ここでは、実施形態１及び実施
形態２と同一の動作については、その説明を省略する。ＳＲＡＭ１０Ｂにおいても、実施
形態１及び実施形態２と同様に、通常モードと、スリープモードと、テストモードとを設
定することが可能である。
【００８２】
　モードレジスタセット制御部２１Ｂの第１信号入力端子（ＩＮ１Ｂ）には、チップイネ
ーブル信号ＣＥが入力される。モードレジスタセット制御部２１Ｂの第２信号入力端子（
ＩＮ２Ｂ）～第４信号入力端子（ＩＮ４Ｂ）には、各モード（通常モード、スリープモー
ド、テストモード）を選択するための制御信号が入力される。第２信号入力端子（ＩＮ２
Ｂ）には、ローアドレスストローブ信号ＲＡＳが入力される。第３信号入力端子（ＩＮ３
Ｂ）には、カラムアドレスストローブ信号ＣＡＳが入力される。第４信号入力端子（ＩＮ
４Ｂ）には、ライトイネーブル信号ＷＥが入力される。第５入力信号（ＩＮ５Ｂ）には、
クロック信号ＣＬＫが入力される。クロック信号ＣＬＫは、ＳＲＡＭ１０Ｂのマスターク
ロック信号である。
【００８３】
　また、インタフェース制御部２２Ｂの第１入力端子（ＩＮ６Ｂ）には、アドレス信号Ａ
ＤＤやデータ信号Ｄが入力される。
【００８４】
　通常モードにおいては、ＳＲＡＭ１０Ｂは、以下に説明するように動作する。モードレ
ジスタセット制御部２１Ｂは、各制御信号ＣＥ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、ＷＥに応じて、通常モ
ードを選択する信号が入力されると、インタフェース制御部２２Ｂ及び制御信号発生部２
３Ｂに、通常モード制御信号ＭＲＳ１を出力する。
【００８５】
　制御信号発生部２３Ｂは、第１信号入力端子に、前記通常モード制御信号ＭＲＳ１が入
力されると、ローレベルの制御信号ＣＳ５を生成する。制御信号発生部２３Ｂは、出力ラ
インＬ１Ｃを通じ、インバータ５１Ａの入力に向けて、ハイレベルの制御信号ＣＳ５を出
力する。これによって、実施形態１及び実施形態２と同様に、各Ｎ型チャンネルトランジ
スタＭ２～Ｍ５が、順次オン状態になる。さらに、実施形態１及び実施形態２と同様に、
Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１は、常時オン状態に維持されている。
【００８６】
　また、インタフェース制御部２２Ｂは、第２信号入力端子に、通常モード制御信号ＭＲ
Ｓ１が入力されると、レジスタＲＥＧ１に、アドレス信号ＡＤＤ及びデータ信号Ｄを出力
する。アドレス信号ＡＤＤ及びデータ信号Ｄは、ＲＥＧ１に記憶された後に、出力ライン
Ｌ３Ａを通じ、図示しないローデコーダ、カラムデコーダやライトドライバに出力される
。その後、ＳＲＡＭ１０Ｂでは、実施形態１及び実施形態２の通常モードと同様に、デー
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タ信号Ｄに対応したデータが、メモリセルに記憶される。
【００８７】
　スリープモードにおいては、ＳＲＡＭ１０Ｂは、以下に説明するように動作する。モー
ドレジスタセット制御部２１Ｂは、各制御信号ＣＥ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、ＷＥに応じて、イ
ンタフェース制御部２２Ｂ及び制御信号発生部２３Ｂに、スリープモード制御信号ＭＲＳ
２を出力する。
【００８８】
　制御信号発生部２３Ｂは、第１信号入力端子に、前記スリープモード制御信号ＭＲＳ２
が入力されると、ローレベルの制御信号ＣＳ５を生成する。制御信号発生部２３Ｂは、出
力ラインＬ１Ｃを通じ、インバータ５１Ａの入力に向けて、ローレベルの制御信号ＣＳ５
を出力する。これによって、実施形態１及び実施形態２と同様に、各Ｎ型チャンネルトラ
ンジスタＭ２～Ｍ５が、順次オフ状態になる。さらに、実施形態１及び実施形態２と同様
に、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１０は、常時オン状態に維持されている。
【００８９】
　また、インタフェース制御部２２Ｂは、第２信号入力端子に、スリープモード制御信号
ＭＲＳ２が入力されると、レジスタＲＥＧ１及びレジスタＲＥＧ２に、アドレス信号ＡＤ
Ｄ及びデータ信号Ｄを出力することを禁止する。本実施形態のスリープモードにおいては
、実施形態１及び実施形態２のスリープモードと同様に、メモリセルにデータが書き込ま
れることがない。
【００９０】
　テストモードおいては、ＳＲＡＭ１０Ｂは、以下に説明するように動作する。モードレ
ジスタセット制御部２１Ｂは、各制御信号ＣＥ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、ＷＥに応じて、インタ
フェース制御部２２Ｂ及び制御信号発生部２３Ｂに、テストモード制御信号ＭＲＳ３を出
力する。
【００９１】
　インタフェース制御部２２Ｂは、第２信号入力端子に、テストモード制御信号ＭＲＳ３
が入力されると、レジスタＲＥＧ２に、アドレス信号ＡＤＤ及びデータ信号Ｄを出力する
。アドレス信号ＡＤＤ及びデータ信号Ｄは、レジスタＲＥＧ２に記憶された後に、制御信
号発生部２３Ｂの第２信号入力端子に向けて、出力される。
【００９２】
　制御信号発生部２３Ｂは、第１信号入力端子に入力されたテストモード制御信号ＭＲＳ
３及び第２信号入力端子に入力されたアドレス信号ＡＤＤ及びデータ信号Ｄに応じて、ロ
ーレベルの制御信号ＣＳ５を生成する。制御信号ＣＳ５は、出力ラインＬ１Ｃを通じ、イ
ンバータ５１Ａの入力に向けて、出力される。アドレス信号ＡＤＤ及びデータ信号Ｄは、
出力ラインＬ１Ｄを通じ、図示しないローデコーダ、カラムデコーダやライトドライバに
出力される。
【００９３】
　インバータ５１Ａに、ローレベルの制御信号ＣＳ５が入力されると、上述したスリープ
モードと同様に、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５が、順次オフ状態になる。上
述したスリープモードと同様に、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１は、常時オン状態に維
持されている。
【００９４】
　テストモードでは、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５が、オフ状態を維持する
と共に、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ１が、オン状態を維持した状態で、前記データＤ
に対応したデータが、図示しないライトドライバによって、メモリセルに記憶される。さ
らに、テストモードでは、読出回路（図示せず）によって行われる読出動作に応じ、メモ
リセルから、記憶データを読み出す。
【００９５】
　本実施形態では、各信号ＣＥ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、ＷＥが、本発明の第１入力信号に相当
する。各信号ＡＤＤ、Ｄは、本発明の第２入力信号に相当する。各信号入力端子（ＩＮ１
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Ｂ）～（ＩＮ６Ｂ）は、本発明の信号入力端子に相当する。各モード制御信号ＭＲＳ１～
ＭＲＳ３は、各モード（通常モード、スリープモード、テストモード）を選択するために
用いられるから、本発明の状態設定コマンドに相当する。
【００９６】
　また、本実施形態では、モードレジスタセット制御部２１Ｂが、本発明の第１デコーダ
に相当する。レジスタＲＥＧ２は、インタフェース制御部２２Ｂの第２入力端子（ＩＮ６
Ｂ）から入力されるアドレス信号ＡＤＤ及びデータ信号Ｄを記憶するから、発明のレジス
タに相当する。
【００９７】
　＜実施形態３の効果＞
　本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｂでは、各制御信号ＣＥ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、ＷＥに応じて、
モードレジスタセット制御部２１Ｂが、テストモード制御信号ＭＲＳ３を、インタフェー
ス制御部２２Ｂの第２信号入力端子に向けて、出力している。その後、インタフェース制
御部２２Ｂは、第２信号入力端子に、テストモード制御信号ＭＲＳ３が入力されると、レ
ジスタＲＥＧ２に、アドレス信号ＡＤＤ及びデータ信号Ｄを出力する。そして、制御信号
発生部２３Ｂは、レジスタＲＥＧ２に記憶されたアドレス信号ＡＤＤ、データ信号Ｄ及び
テストモード制御信号ＭＲＳ３に応じて、ローレベルの制御信号ＣＳ５を生成する。これ
によって、本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｂでは、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５
を、順次オフ状態にし、通常モードに比べて、メモリセルへの印加電圧が抑えられた状態
で、メモリセルに、データが記憶されたり、メモリセルから、記憶データを読み出してい
る。したがって、本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｂでは、テストモードを選択するために、各
信号入力端子（ＩＮ１Ｂ）～（ＩＮ６Ｂ）から入力される各制御信号ＲＡＳ等やアドレス
信号ＡＤＤとは別に、テストモードを選択する信号を入力する端子を設ける必要がない。
【００９８】
　＜実施形態４＞
　本発明の実施形態４を、図４を参照しつつ説明する。図４は、本実施形態のＳＲＡＭ１
０Ｃの要部を図示した回路構成図である。ここでは、実施形態１ないし実施形態３と同一
の構成は同一の符号を付しその説明を省略する。ＳＲＡＭ１０Ｃは、電圧発生回路６０を
備えている。電圧調整回路６０は、基準電圧生成回路６１と、電圧調整回路６２と、Ｎ型
チャンネルトランジスタＭ７とを備えている。
【００９９】
　基準電圧生成回路６１は、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）と、図示しない分
圧回路を備えている。テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）は、分圧回路の入力部に
接続された起動回路（図示せず。）に接続されている。また、テストモード設定信号入力
端子（ＩＮ５）は、スイッチング制御回路５０が備えるＮＡＮＤゲート回路５１の第１入
力に接続されている。ＮＡＮＤゲート回路５１の第２入力には、信号入力端子（ＩＮ４）
が接続されている。信号入力端子（ＩＮ４）には、上述したスリープモード設定信号ＳＬ
Ｐが入力される。
【０１００】
　電圧調整回路６２は、誤差増幅器ＥＲＡ１を備えている。誤差増幅器ＥＲＡ１の反転入
力端子は、前記分圧回路の出力部に接続されている。誤差増幅器ＥＲＡ１の非反転入力端
子は、接地電位供給線３１に接続されている。
【０１０１】
　Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７のドレインは、接地電位供給線３１に接続されている
。Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７のゲートは、誤差増幅器ＥＲＡ１の出力端子（Ｎ）に
接続されている。Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７のソースは、グランドに接続されてい
る。
【０１０２】
　次に、本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｃの動作を説明する。ここでは、実施形態ないし実施
形態３と同一の動作については、その説明を省略する。ＳＲＡＭ１０Ｃにおいても、実施
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形態１ないし実施形態２と同様に、通常モードと、スリープモードと、テストモードとを
設定することが可能である。なお、通常モードにおいては、ＳＲＡＭ１０Ｃは、実施形態
１ないし実施形態３と同様に動作する。
【０１０３】
　スリープモードにおいては、ＳＲＡＭ１０Ｃは、以下に説明するように動作する。スリ
ープモードにおいては、信号入力端子（ＩＮ４）を通じ、ＮＡＮＤゲート回路５１の第２
入力に、ローレベルのスリープモード設定信号ＳＬＰが入力される。スリープモードにお
いては、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）を通じ、ＮＡＮＤゲート回路５１の第
１入力には、ハイレベルのテストモード設定信号ＴＥＳＴが入力される。これによって、
実施形態１ないし実施形態３と同様に、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５が、順
次オフ状態になる。さらに、実施形態１ないし実施形態３と同様に、Ｎ型チャンネルトラ
ンジスタＭ１は、常時オン状態に維持されている。
【０１０４】
　テストモードにおいては、ＳＲＡＭ１０Ｃは、以下に説明するように動作する。テスト
モードにおいては、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）を通じ、基準電圧生成回路
６１が備える分圧回路の起動部に、ローレベルのテストモード設定信号ＴＥＳＴが入力さ
れる。
【０１０５】
　前記起動部に、ローレベルのテストモード設定信号ＴＥＳＴが入力されると、分圧回路
は、電源電位ＶＣＣを分圧し、基準電圧ＶＲＥＦを発生させる。分圧回路は、出力部を通
じ、前記誤差増幅器ＥＲＡ１の反転入力端子に、基準電圧ＶＲＥＦを印加する。一方、誤
差増幅器ＥＲＡ１の非反転入力端子には、接地電位供給線３１によってメモリセルに供給
される電位Ｖ１が印加される。
【０１０６】
　誤差増幅器ＥＲＡ１は、基準電圧ＶＲＥＦと電位Ｖ１とを比較し、出力端子（Ｎ）から
、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７のゲートに、誤差出力電圧ＶＯＰを出力する。本実施
形態では、誤差出力電圧ＶＯＰによって、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７のＯＮ状態が
制御され、電位Ｖ１の値が、基準電圧ＶＲＥＦの値になるように制御される。Ｎ型チャン
ネルトランジスタＭ７がＯＮ状態になると、接地電位供給線３１から、Ｎ型チャンネルト
ランジスタＭ７を通じてグランドに至る電流路Ｒ３が形成される。
【０１０７】
　加えて、ローレベルのテストモード設定信号ＴＥＳＴは、テストモード設定信号入力端
子（ＩＮ５）を通じ、ＮＡＮＤゲート回路５１の第１入力に入力される。テストモードに
おいては、信号入力端子（ＩＮ４）を通じ、ＮＡＮＤゲート回路５１の第２入力に、　　
　　ハイレベルのスリープ信号ＳＬＰが入力される。これによって、ＳＲＡＭ１０Ｃでは
、実施形態１のＳＲＡＭ１０と同様に、各型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５は、順次
オフ状態になる。このため、各Ｎ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５を通じてグランド
に至る電流路Ｒ２が形成されない。
【０１０８】
　また、ＳＲＡＭ１０Ｃでは、実施形態１のＳＲＡＭ１０と同様に、Ｎ型チャンネルトラ
ンジスタＭ１がオン状態を維持し、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値が一定値に保たれる
。
【０１０９】
　本実施形態では、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７の電流駆動能力を、Ｎ型チャンネル
トランジスタＭ１の電流駆動能力やＮ型チャンネルトランジスタＭ２～Ｍ５からなるトラ
ンジスタ群の電流駆動能力とは異なるものに調整することにより、電流路Ｒ３のコンダク
タンスの値が、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値よりも大きく、電流路Ｒ２のコンダクタ
ンスの値よりも小さく設定している。
【０１１０】
　本実施形態では、上述した動作により、テストモードにおいては、電流路Ｒ１及び電流
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路Ｒ３が形成される。各電流路Ｒ１～Ｒ３のコンダクタンスの値を、上記のような関係に
設定することにより、電流路Ｒ２、Ｒ３を除く電流路Ｒ１が形成されるスリープモードに
比べて、テストモードでは、電流路Ｒ１、Ｒ３を形成することにより、接地電位供給線３
１によってメモリセルに供給される電位が、低下する。このため、電源電位ＶＣＣと、接
地電位供給線３１によってメモリセルに供給される電位との差が大きくなる。そこで、テ
ストモードでは、スリープモードに比べて、電源電位ＶＣＣと、接地電位供給線３１によ
ってメモリセルに供給される電位との差によって定められるメモリセルへの印加電圧が、
大きくなる。このため、スリープモードに比べて、テストモードでは、メモリセルへの印
加電圧を、該メモリセルの安定動作に必要な電圧に近づけることができる。
【０１１１】
　本実施形態では、電流路Ｒ３が、本発明の第３電流経路に相当する。基準電圧生成回路
６１は、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）から、分圧回路の起動部に、ローレベ
ルのテストモード設定信号ＴＥＳＴを入力されると、分圧回路は、基準電圧ＶＲＥＦを発
生させる。したがって、基準電圧発生回路６１は、本発明の基準電圧発生部に相当する。
【０１１２】
　また、本実施形態では、電圧調整回路６２が備える誤差増幅器ＥＲＡ１の誤差出力電圧
ＶＯＰが、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７のオン状態を制御し、電流路Ｒ３のコンダク
タンスの値を、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値よりも大きく、電流路Ｒ２のコンダクタ
ンスの値よりも小さく設定している。したがって、電圧調整回路６２及びＮ型チャンネル
トランジスタＭ７は、本発明のコンダクタンス調整部に相当する。本実施形態では、基準
電圧発生回路６１、電圧調整回路６２、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７をそれぞれ備え
た電圧発生回路６０が、本発明の第３電流経路調整部に相当する。
【０１１３】
　＜実施形態４の効果＞
　本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｃでは、テストモード設定信号入力端子（ＩＮ５）から、分
圧回路の起動部に、ローレベルのテストモード設定信号ＴＥＳＴを入力されると、分圧回
路は、基準電圧ＶＲＥＦを発生させる。さらに、本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｃでは、誤差
増幅器ＥＲＡ１によって、接地電位供給線３１によってメモリセルに供給される電位Ｖ１
が、基準電圧ＶＲＥＦと比較され、誤差増幅器ＥＲＡ１の誤差出力電圧ＶＯＰが、Ｎ型チ
ャンネルトランジスタＭ７のゲートに供給される。このため、誤差出力電圧ＶＯＰにより
、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７のＯＮ状態が制御され、電流路Ｒ３のコンダクタンス
の値が、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値よりも大きく、電流路Ｒ２のコンダクタンスの
値よりも小さく設定される。
　そこで、本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｃでは、分圧回路の分圧比を調整することにより、
基準電圧ＶＲＥＦの値を任意に変更すると、任意に変更した基準電圧ＶＲＥＦの値に対応
させて、誤差出力電圧ＶＯＰを変化させることができる。変化させた誤差出力電圧ＶＯＰ
がＮ型チャンネルトランジスタＭ７のゲートに供給されると、該誤差出力電圧ＶＯＰに応
じて、Ｎ型チャンネルトランジスタＭ７のＯＮ状態が制御され、電流路Ｒ３のコンダクタ
ンスの値を、電流路Ｒ１のコンダクタンスの値よりも大きく、電流路Ｒ２のコンダクタン
スの値よりも小さく設定することができる。
　したがって、本実施形態のＳＲＡＭ１０Ｃでは、電流路Ｒ３のコンダクタンスの値を、
任意に調整することにより、接地電位供給線３１によってメモリセルに供給される電位Ｖ
１が変化し、電源電位ＶＣＣと、接地電位供給線３１によってメモリセルに供給される電
位Ｖ１との差によって定められるメモリセルへの印加電圧が、任意に調整される。このた
め、メモリセルへの印加電圧が、任意に調整されると、メモリセルの動作条件を変化させ
ることができ、任意に調整されたメモリセルへの印加電圧に応じ、テストモードの設定状
態を変化させることができる。
【０１１４】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲
内において構成の一部を適宜変更して実施することができる。
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【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の実施形態１のＳＲＡＭの回路構成図である。
【図２】実施形態２のＳＲＡＭの回路構成図である。
【図３】実施形態３のＳＲＡＭの回路構成図である。
【図４】実施形態４のＳＲＡＭの回路構成図である。
【符号の説明】
【０１１６】
１０　　　　ＳＲＡＭ
２１Ａ　　　コマンドバッファ
３０　　　　メモリセルアレイ
４０　　　　スイッチング回路
５０　　　　スイッチング制御回路
６１　　　　基準電圧生成回路
６２　　　　電圧調整回路
ＩＮ５　　　テストモード設定信号入力端子
Ｒ１～Ｒ３　電流路
ＳＬＰ　　　スリープモード設定信号
ＴＥＳＴ　　テストモード設定信号

【図１】 【図２】
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